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に入れた 57CO を用いて点欠陥をトラップする「欠陥トラップ法 (Defect Trapping Method) J と，
点欠陥の回復過程を詳細かつ短期間で測定しうる「サーマル・スキャン法(Thermal Scan Method) J 
という 2 つの新しい方法を用いた。さらに，点欠陥による乱れをメスパウア・スベクトル上に見い出
す為に，プロープ核である 57 Fe を直接照射する方法も試みた。















少した。ところが， 4.2Kの同じ試料での測定では，中性子照射の場合の値に近い。これから， 7 レン
ケル・ペアが均一に導入された系では，デパイ・ワーラ因子とキュリー温度が共に減少していること
がわかった。













ラップする「欠陥捕獲法 (defect trapping method) J ，点欠陥の移動変化過程を精度よく測定しう
る「サーマル・スキャン法 (thermal scan method) J ，及び欠陥を作り出す為の電子，中性子照射
に加えてプロープ核である 57Fe イオンの照射 (self ion irradiation) を系且合せて，点、欠陥とそれに
対する不純物原子の作用を検出，測定することに成功した。サーマル・スキャンによる回復曲線及び
スベクトルの解析から，低温照射で生成した点欠陥は 格子間原子が1l0K 空孔が200K付近で移動
すること，前者は平均内部磁場を増加させ後者は無反跳分率を減少させるのが顕著で、あること，また
イオン照射では生成欠陥の深さ分布があって電子顕微鏡などでは検知できない空孔型欠陥が浅い所に
在ることなどが判ったD 以上の結果は重要な新しい知見であり，技法の確立と共に，格子欠陥の研究
に寄与する所が大きく 博士論文として十分の価値がある。
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